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Важливим напрямком розвитку сучасної твердотільної електроніки є 

створення напівпровідникових газових сенсорів [1]. Широкого 

використання набули прилади на основі структур метал-оксид- 

напівпровідник, які використовуються для визначення концентрацій 

водню, кисню та інших компонентів газових сумішей, у тому числі й 

аміаку [2], а також сенсори на основі тонких напівпровідникових плівок, 

які мають високу чутливість, низьку вартість, прості за технологією. 

Однак, недоліками таких сенсорів є висока робоча температура 150 - 

550 С, слабка контрольованість властивостей міжкристалітних контактів, 

слабка технологічна сумісність з мікроелектронними елементами.

Газові сенсори на основі р-п переходів мають значні переваги над 

сенсорами на основі оксидних полікристалічних плівок і діодів Шоткі. Р-п 

переходи у широкозонних напівпровідниках мають високі потенціальні 

бар’єри для носіїв струму, високу чутливість та селективність до газових 

компонентів навколишнього середовища, високу чутливість при кімнатній 

температурі, можуть виготовлятися за мікроелектронною технологією [3].

Для розробки високочутливих і стабільних газових сенсорів та опти- 

мізації їх технології ведуться дослідження в таких напрямках:

а) встановлення механізмів впливу адсорбованих молекул на величину по­

верхневого струму в р-п переходах та інших бар єрних структурах,

б) пошук домішок і способів їх введення для покращення робочих параме­

трів сенсорів;
в) встановлення впливу газового середовища на стабільність характерис­

тик сенсорів.
Дана робота присвячена дослідженню деградаційних процесів у газо­

вих сенсорах на основі кремнієвих р-п переходів з поверхнею, спеціально 

не модифікованою, а також легованою атомами сірки.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ І ВИСНОВКИ

1. Витримка газових сенсорів на основі кремнієвих р-п переходів у во­

логих парах аміаку з парціальним тиском понад 10 Па веде до поступового 

зростання чутливості і наступного її зниження.

2. Зростання чутливості досліджених р-п переходів як газових сенсо­

рів при їх витримці у вологих парах аміаку можна пояснити формуванням 

донорних центрів, пов'язаних з молекулами аміаку, адсорбованими разом з 

молекулами води на поверхні природного оксиду, що покриває кристал 

кремнію.

3. Спадання чутливості сенсорів на другому етапі деградації пов’язане 

з руйнуванням контактів внаслідок їх взаємодії з вологими парами аміаку.

4. Витримка сенсорів протягом 11 Мс (3000 год.) у насичених парах 

води, а також у вологих парах аміаку з парціальним тиском 3 Па (що від­

повідає граничним умовам у виробничих приміщеннях) практично не веде 

до їх деградації. Зміни чутливості не перевищують 5% від її величини.

5. Зміна тиску аміаку в 12500 разів (від 10 Па до 12,5 кПа) веде до 

прискорення обох стадій деградації сенсора приблизно в 13000 разів. Це 

свідчить, що і темп адсорбції аміаку, і швидкість руйнування конта ' 

пропорціональні до концентрації аміаку (тобто, це хімічні процеси першо­

го порядку).
6. За рахунок зміни концентрації аміаку в навколишньому середовищі 

можна вести дослідження деградації кремнієвих газових сенсорів ириско-

реними методами.
7. Поріг чутливості газових сенсорів можна значно знизити за рахунок

введення глибоких донорів (наприклад, атомів сірки), як, практично не
ЯТТЄ суттєво полегшують формуван-

впливають на фоновий струм сенсор ,
„Яттії поносних молекул (наприклад, моле- 

Ня провідного каналу при адсорбці д Р

кул аміаку). . л
У дями сіоки суттєво знижує поріг чутливо-

8. Поверхневе легування ато сенсооів^ тгпрмнієвих газових сенсорів.
вгі, але не забезпечує стабільності параметрів Р
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Для покращ ення парам етрів газовик сенсорів необхідно вести пошук до-

М1Ш° К’ ЯК‘ П° ВИНШ Ф° РМУВа™  ГЛИб0КІ Д°норні поверхневі центри, стабіль­
ні при взаєм одії з атм осф ерним  повітрям і досліджуваними парами

Отримані результати частково докладалися
конференціях [22, 23].

на міжнародних наукових

Кирничук О.С.
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